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CONFRONTO DIAMANTE-Csl

Proprieta Diamante Csl

Densita (g/cm?) 3.51 4.51

Banda proibita E . (eV) 5.5 6.2
<

Affinita elettronica y (eV) LeV 0.1

(0 negativa)

Resistivita (Q cm) 103-10121? 1010-10M

Trasparenza ottica Dall’UV al Dall’UV al
lontano IR lontano IR

Alte temperature di deposizione (~ 800 °C)
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INFN | AFFINITA’ ELETTRONICA (PEA, NEA) %
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Schema a bande per:

a) Affinita elettronica positiva (PEA)

b) Affinita elettronica negativa (NEA) generata dai dipoli indotti a seguito di cesiazione
c¢) Affinita elettronica negativa (NEA) “frue” per idrogenazione della superficie
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e Nanodiamante (< 250 nm)
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INFN POLVERI
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INFN TRATTAMENTO delle POLVERI
i in PLASMA di IDROGENO

Annealing in Idrogeno (T intorno a1 500°C): € un processo che
prevede 1l trattamento del materiale in flusso di un gas Idrogeno
molecolare H, che rimane tale.

Trattamento in Plasma di Idrogeno (T compresa fra 850 ¢ 1200 °C):
la molecola H, s1 10nizza producendo 1oni del tipo H+, H,+ ecc., € s1
eccita formando specie del tipo H,", H (Ha, HB, Hy, ecc.) che,
decadendo nel loro stato fondamentale (H* - H-+hv), producono il
tipico bagliore del Plasma.

Sotto tali condizioni, la produzione di specie attive ¢ piu efficiente.

Queste specie altamente reattive portano alla
formazione di legami C-H
con probabilita molto piu alta
rispetto a un processo di annealing in flusso di H,.
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INFN PLASMA di IDROGENO

Film/Si

R-D layer

(a')

R-G layer

L. Velardi, A. Valentini, G. Cicala

Polveri
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TECNICA SPRAY

Interfaccia di controllo processo

t=15 ms.
Spray pulsg_|
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-Basse temperature di deposizione ( < 120 °C)
- Buona riproducibilita del processo
- Scalabile per ricoprire grandi aree

Atomizzatori
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) FILM DIAMANTE (SPRAY)
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Le regioni scure (Fig. 4”) rappresentano il contrasto di fase fra grafite sp’ e diamante sp’

Le regioni brillanti (Fig. b’) rappresentano il contributo sp>.
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L. Velardi, A. Valentini, G. Cicala
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In tratteggio evidenziata
la componente sp’
presente ai bordi di grano
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(Vz= EMISSIONE di FOTOELETTRONI

in SRTUTTURA NANOCRISTALLINA

Emissione favorita ai bordi di grano (in rosso)
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INFN MODELLO FOTOEMISSIONE 2
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Rappresentazione schematica del processo di fotoemissione
componenti sp’ € sp? per un PEA (a) e per un NEA (b)
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